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界効果移動度が平均で 16.4 cm2/Vs を示した。これ
は、印刷法で作製した従来の有機 TFT の約 100 倍
の値で、現在液晶ディスプレイに適用されている







































　*C8–BTBT：2,7–dioctyl [1] benzothieno [3,2–b] [1]
benzothiophene
トピックス3 インクジェットにより高移動度単結晶有機デバイスを作製する技術
　2011 年 7 月、（独）産業技術総合研究所を中心とする研究グループは、インクジェット印刷により
基板上の任意の位置に単結晶の有機半導体膜を作製する技術を発表した。試作した有機薄膜トランジ
スタ（TFT）は、電界効果移動度が印刷法で印刷法で作製した従来の TFT の約 100 倍の値で、現在
液晶ディスプレイに用いられている非晶質シリコン TFT や酸化物 TFT を超える性能であった。高い
移動度を有する単結晶の有機半導体膜を TFT に用いたことで、液晶や有機 EL ディスプレイの高画質
化が図れ、さらにインクジェット印刷技術の適用により、高コストの真空プロセスを不要とし省エネ
ルギーかつ低コストでの製造を可能とする。さらに、高効率で低コストの大面積有機太陽電池の実現
の可能性もある。
図表　インクジェットによる単結晶有機半導体膜の作製方法
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